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FERROMAGNETIQUE/SEMICONDUCTEUR I1I-V

Le projet SPIN-LED avait pour objectif de contréler l'injection électrique de porteurs polarisés en spin au travers
d’'une interface métal ferromagnétique/semi-conducteur. Il s’est appuyé sur le savoir-faire et les acquis de 4
partenaires dans les domaines i) de la fabrication de nanostructures semi-conductrices IlI-V (puits quantiques,
boites quantiques dopées) ii) de la maitrise des interfaces métal ferromagnétique/semi-conducteur et métal
ferromagnétique/Oxyde/semi-conducteur), iii) de I'optique (photoluminescence) et des propriétes de spin dans les
nanostructures semi-conductrices. L'ambition de ce projet était de développer des objets dans le domaine de
I’électronique de spin (réalisation de composants basés non plus sur la charge des porteurs mais sur le spin).

Injection de spin a travers une barriere Schottky Métal
ferromagnétique/Semi-conducteur dans des puits quantiques
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L’objectif est d’estimer le rendement d'injection de spin a travers une barriere Schottky Métal ferromagnétique/Semi-conducteur. On utilise un
puits quantique comme sonde. La mesure de la polarisation circulaire de I'électroluminescence permet de déduire le taux de polarisation en spin
des électrons injectés. La relaxation de spin dans le puits quantique est caractérisée par photoluminescence résolue en temps (et en
polarisation) et prise en compte dans le calcul de rendement.

Injection de spin a travers une barriere tunnel Metal ferroma-
gnétigue/Oxyde/Semi-conducteur dans des boites quantiques
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Un éventuel dispositif basé sur I'électronique de spin doit combiner une injection efficace de spin et un stockage de ce dernier. Dans ce but, les
boites quantiques dopées p constituent des candidats intéressants, du fait du blocage de la relaxation du spin de I'electron sous un faible champ
magnétique. La relaxation de spin dans les boites quantiques est caractérisée par photoluminescence résolue en temps (et en polarisation). La
faisabilit¢ de linjection d'électrons polarisés en spin a travers une barriere tunnel Co/Al,0,/GaAs est d’abord démontrée dans des puits
quantiques InGaAs/GaAs. On combine ensuite les potentialités de la barriere tunnel et des boites quantiques. Une injection efficace est alors
mesurée jusqu'a 70 K.
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